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高分解能CLによるGaN系量子殻構造の評価

3D-CLによるMg注入GaN層の評価 Imaging CLによるGaN基板ウェハのマッピング

斜め研磨の模式図 測定装置の模式図

 ナノメートルオーダーに絞った電子線ビームを試料に照射し、出てきた発光をスペクトルあるいは像として再構
築することで、ナノスケールで半導体の機能を調べるのがカソードルミネッセンス（ ）です。

 評価装置は、走査電子顕微鏡に 検出系を組み込み、紫外（波長 ）から赤外（ ）までの広範
囲の発光を検出できます。さらに、電気応答（ ）なども複合的に評価できます。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

Jun CHEN (陳 君) CHEN.Jun@nims.go.jp

 を用いて多様な半導体材料の物性評価を行い、手法の定量化、測定の高度化に努めてきました。ウエハ全
体のマッピングから、サブミクロンの結晶欠陥の機能評価まで幅広く応用できます。

 本研究は、文部科学省「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発（評価基盤領域）」の一環と
して行われました。 による パワーデバイスの鍵となる イオン注入層の評価に成功しました。

 The development of high quality GaN materials

 Wafer evaluation by imaging CL in GaN production line

 3D nano-scale CL characterization of widegap devices

 Wafer mapping CL: Faster and larger  

 3D nano-scale CL: Higher resolution and intensity   

 Development of new sampling techniques 

CL/EBICによるワイドギャップ材料の評価
Characterization of widegap 

semiconductor materials by CL/EBIC

斜め研磨試料作製と による、 中の転位、注入 原子、電気
的な活性化状態の空間分布を可視化する評価技術の確立

■・日刊産業新聞（ 年 月 日 面）
「物材機構 中のマグネ可視化 量産へメカニズム解明」

基板の全体マッピング インチ）
及びウェハ中のマクロ欠陥の検出

CL line-scan mapping (a) and resolved spectra of different layers (b). 

HAADF-STEM images (a-d)
EDX analysis (e-h)
Surface quality of GaN core,
and Indium fluctuation

CL images of InGaN/GaN nanowire. 
Top: entire view; Bottom: vertical section

CL spectrum line scan along core-shell 
InGaN/GaN nanowire.  

量子殻構造のナノ
スケール光学特性解析

CL images of Mg implanted homoepitaxial GaN layers.

CL images of  2 inch GaN substrate wafer 
with various macro defects 
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ン 赤外線受光素子や赤外線ヒーターの波長応答特性は材料により決まってしまうため、所望の波長に対しての波長

選択応答を示す素子を実現することは、困難でした。

 私達は、焦電センサーの電極表面や、赤外ヒーター表面にナノスケールのパターニングを施すことで、所望の波長
に対して波長選択性を持たせる事のできる赤外受光素子や光源を実現しました。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 ナノシステム分野 ナノ光制御グループ

長尾 忠昭 NAGAO.Tadaaki@nims.go.jp 

 波長選択型の小型赤外線センサーは物質の状態、材質、温度など、可視光センサーとは相補的な情報を得る事
ができます。

 また、波長選択型の近赤外ヒーターは低温で高速な乾燥が可能なヒータとして省エネ・安全な乾燥法を提供すると
期待されています。

熱ふく射における波長制御と応用

Spectroscopic thermal emitters/detectors

波長制御型赤外ヒーター

吸収

赤外発光

波長選択型赤外センサー

高融点金属やセラミックスを用いた
波長選択赤外線ヒーター。6μmの赤
外線のみが放射される。

波長選択赤外センサーを４素子組み合わせた、４波長赤
外線センサー（分光型センサーアレイを目指す）。

研究の
背 景
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Δλ < 50 nm
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AmplifierFPGA

分解能

波長検知素子

 非接触計測による状態検査（品質・状態・温度の検査）

 環境センサー（車載センサー）、位置センサー（移動検知）

 住宅や病院の見守りセンサー（人の動き、状態の判断）

 センサーの高感度化と多波長アレイ化
（分光型センサアレイ、分光イメージング）
 高温で動作可能なヒーター(1000℃程度以上)のための新材
料の開発。（金属炭化物、窒化物、髙耐温合金など）
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